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１．概要（Summary）
強磁性体と強誘電体とのヘテロ構造（マルチフェロイク

へテロ構造）では、強磁性体/強誘電体接合界面を通して

強誘電体の圧電ひずみを強磁性体に伝達させることで強

磁性体の磁気異方性を電界制御することが可能である(1)。

我々はマルチフェロイクへテロ構造において、電界で磁

気異方性を制御することに成功している(2)。一方、最近、

垂直磁気異方性を有する MnAlGe 薄膜に関する報告が

なされており、新たなマルチフェロイクへテロ構造を構成

する強磁性材料として期待される。本研究では、垂直磁

化 MnAlGe マルチフェロイクヘテロ構造の作製を目的と

して、H28 年度は SrTiO3基板上に垂直磁気異方性を有

するMnAlGe薄膜の成膜するための条件探索を行った。

２．実験（Experimental）
【利用した主な装置】

イオンビームスパッタ装置

【実験方法】

早稲田大ナノ・ライフ創新研究機構に設置されたスパ

ッタリング装置を用いて、種々の基板温度において

MnAlGe 薄膜を成膜した。成膜した薄膜の結晶構造解

析および磁気特性を東京工業大学に設置された振動試

料型磁力計を用いて評価した。

３．結果と考察（Results and Discussion）
基板温度 200℃から 420℃の範囲で成膜した

MnAlGe 薄膜の面内磁化、面直磁化を評価したところ、

基板温度 213℃までは強磁性を示さないのに対して、

250℃以上において強磁性が発現することが分かった。ま

た、基板温度 250-295℃の範囲では明瞭な垂直磁気異

方性が見出された（Fig.1）。一方で、基板温度 340℃以

上で成膜した薄膜は強磁性を示すものの磁気異方性を

示さなかった。以上により、基板温度の最適化により明瞭

な垂直磁気異方性が発現する成膜条件が明らかとなっ

た。

Fig. 1 In-plane and out-of-plane magnetization 
curves of MnAlGe thin films grown at 295℃.
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